
B340D-B341D : B 342D D 
Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn- 
Transistoren 

Bauform 4 

Anschlußbelegung 
1 Kollektor T1 8 Kollql|ov n 
2 Emi n 9 Emitter T3 
3 w Bom n 
4 11 Masse 
5 Basis 12 Bosis T4 | 
6 Emitter 12 13 Emitter T4 I 
7 Kollektor T2 14 Kollektor T4 

Innere Schaltung 

Gronzwerte gültig für den Betriebstemperoturbereich 
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V 
Kollektor-Basis-Sponnung Ucso 3V 
Emitter-Bosis-Spannung VE80 . 3V 
Kollektor-Substrat-Spannung UG V 
Kollektorstrom c 10.mA 
Boslastrom D SmA 
Wörmewiderstond 
für Gesamt Ig Rıa 120 K/W 
Betriebstemperaturbersich “ -28...85°C 
Sperrschichttemperotur » 128 °C 



Konmwerte bei 0, = 25 C + 5K 
Oleichstromverstärkung 
Ua = 5 V,lg = 1mA ban en 
Ucg = SVlg m 10nA br E 

Verbältnls der Oleichstrom- 
verstärkung für olle möglichen 
Tromalstorpoore 
Vcg = 3Vlg = 1mA hareG 0.8...1.25 

kE 
Differenz der Basis-Emitter- 
Spannungen für alle möglichen 
Transistorpoare (nur B 340/341) 
Ucg = 5V, Ig — 100 pA U 5 

‚venz 
Ueg=SV,1C mmA 100MME H 135 MHr 

Rauschlaktor (ür B 341 D 
1c — 200 A, f m 1 KHE, 
Al = 100 Hr, RO = 240 1608 


